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(5 7) Изобретение касается обработки
кристаллов, может быть использовано
при промышленном производстве моно-

кристаллов вольфрамата кадмия и п о з -
воляет увеличить выход годных крис-
таллов и повысить их световой выход.
Кристаллы нагревают в вакууме со ско-
ростью 50-100 град/ч до 38О-45О°С, и
выдерживают в течение 2-5 ч . Затем
проводят их термообработку в кисло-
родсодержащей атмосфере. При этом наг-
рев ведут со скоростью 50^ 100 град/ч
до 64О~95О°С, выдержку осуществляют
в течение 10-25 ч , а охлаждение про-
водят со скоростью 30-50 г р а д / ч . Дос-
тигают увеличение светового выхода
кристаллов относительно светового
выхода кристаллов C s I ( T l ) до 43%.

Изобретение касается обработки
монокристаллов и может быть использо-
вано при промышленном производстве
монокристаллов вольфрама кадмия, пред
назначенных для регистрации и спектро
метрии рентгеновского и гамма-излу-
чения .

Целью изобретения является увеличе
ние выхода годных и повышение светово
го выхода кристаллов.

П р и м е р 1 . Кристалл вольфрама-
та кадмия CdWÔ  размеров 10*10*3 мм-̂
нагревают в вакууме (10" торр) до
400°С со скоростью 50 г р а д / ч , выдер-
живают 4 ч, затем нагревают до 700 С
в атмосфере воздуха со скоростью
100 град/ч и выдерживают при этой
температуре 24 ч , после чего проводят
охлаждение со скоростью 50 град/ч.
Фиксируют, что световой выход с крис-
талла относительно C s I ( T l ) и его энер
гетическое разрешение R по линии
38-89

( З ТС 5 (Е = 0,662 МэВ) до обработки
составляют 32 и 13%, а после обработ-
ки 43 и 10,3% соответственно. Дости-
гают увеличения светового выхода
кристалла относительно исходной вели-
чины на 33%, что значительно превыша-
ет результат 5-7% получаемый согласно
прототипу.

В таблице приведены значения свето-
вого выхода отработанных кристаллов

.относительно светового выхода кристал-
їлов в зависимости от условий обработ-
ки,

1 Из таблицы видно, что у всех образ-
цов после обработки по предлагаемому
способу световой выход увеличен на
15-20% относительно исходной величи-
ны, тогда как по способу-прототипу
(пример 5) на 5%. Выход годных крис-
таллов увеличивается в несколько
р а з .
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тельно нагрев ведут со скоростью 50*-
100 град/ч при непрерывной откачке
до 380-450°С с последующей выдержкой

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

'Способ термообработки монокрис-
таллов вольфрамата кадмия, включающий г в течение 2-5 ч, затем откачку прек-
нагрев, выдержку и охлаждение в кисло- ращают, вводят кислородсодержащую ат-
р од содержащей атмосфере, о т л и ч а- мосферу, продолжают нагрев с той же
ю щ и й с я тем, что, с целью увели- скоростью до 640-950°С и выдержкой в
чеггия выхода годных и повъвцения све- течение 10-25 ч , а охлаждение прово-
тового выхода кристаллов, предварив ю дят со скоростью 30-50 град/ч.
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